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多結晶は、多くの結晶粒から構成され、隣接する結晶粒の境界部である結晶粒界や転位などの

結晶欠陥が存在する。このため、多結晶の結晶品質は、単結晶と比較して劣っている。しかし、

低コスト大面積の異種材料基板への薄膜成長が可能であることや、大容量の融液成長により高い

生産効率でインゴット製造が可能であることなど、多結晶は単結晶を凌駕する特徴を有している。

このようなメリットを生かし、結晶品質のデメリットを克服できれば、多結晶の有用性をさらに

高めることができる。そのためには、多結晶を構成する結晶粒や結晶粒界、不純物や転位などの

ミクロな分布を、製造コストを増加させることなく、簡便に制御する手法を確立し、単結晶なみ

の高品質な多結晶を実現する必要がある。 

我々は、実用太陽電池材料であるシリコンバルク多結晶に注目し、ルツボ内での融液成長を用

いることを境界条件として、その高品質化技術についての研究を行っている。これまでに、結晶

成長過程における多結晶に特有な転位発生メカニズムの解明[1,2]など、基礎研究で得られた知見

をベースに、多結晶の組織を制御し、結晶欠陥を低減する新たな結晶成長技術「浮遊キャスト成

長法」を提案 [3,4]し、研究開発を進めている。 

講演当日は、これまでの研究開発の経緯と、最新の研究成果、今後の展望について述べる予定

である。 
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